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内容内容

２．IrMn/CoFe交換結合膜の磁化分布

１．Pd/FeCo多層膜界面の磁化分布
N.Awaji et. al.,J.Phys: Conf. Ser. 83,012034(2007)

S.Doi, N.Awaji et. al.,Submitted to Appl. Phys. Lett.
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交換結合膜
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IrMn/CoFe交換結合膜

IrMn 磁気異方性（ピン止め力）大

巨大交換バイアスが得られる

膜厚を薄くできる

IrMn/CoFe積層膜の長時間アニール

スピン構造はcollinearではない可能性（triple-q)が
指摘されている。

反強磁性材料

C.Mitsumata, A.Sakuma, and K.Fukamichi, Phys. Rev. B68,014437(2003)
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Ｘ線共鳴磁気反射率 (XRMR)Ｘ線共鳴磁気反射率 (XRMR)
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桜井健次（編）「Ｘ線反射率入門」１章、講談社
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Ｘ線共鳴磁気反射率Ｘ線共鳴磁気反射率
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ＢＬ２５ＳＵ： ツインヘリカルアンジュレータ

Ｘ線共鳴磁気反射率Ｘ線共鳴磁気反射率
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軟Ｘ線反射率測定軟Ｘ線反射率測定

Ellipsometry chamber
H.Kimura et.al., SRI2003

Ｘ線共鳴磁気反射率Ｘ線共鳴磁気反射率
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(A) Ru/CoFe(8)/IrMn(6)/Ru/Substrate

(B) Ru/CoFe(4)/IrMn(4)/Ru/Substrate (nm)
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XMCD測定
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共鳴磁気反射率計算共鳴磁気反射率計算
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S.A.Stepanov and S.K.Sinha,
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tensor susceptibility

D.R.Lee, S.K.Sinha et. al.,
PR B,68,224409 (2003)
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Co L3 edge(779eV)

Mn L3 edge(640eV)

共鳴磁気反射率データ
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反射率非対称度
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磁化プロファイル
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磁化プロファイル
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議論

IrMnのMnのuncompensatedスピン
１．ほとんどは磁場方向に依存するrotate成分である
２．界面ではＣｏスピンとantiferromagneticに結合
３．膜中ではferromagneticに結合
４．Ｍｎピンドスピンは界面領域に存在する

このような複雑な磁化構造は、僅かなピンドスピンが
存在する、フラストレーションを持ったtriple-qスピン系
において、交換エネルギーを最小にするために発現
している可能性がある。


